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Fig．6　Domain　structure　m6del　of　filed　annealed　ribbon
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Fig．7　Frequency　dependence　ofμ’in　9．2μm　thick
　　　ribbons　with　and　without　insulation．
Fig．8　Frequency　dependence　of（tanδ／μ’）／f　in　9．2μm
　　　thick　ribbons　with　and　without　insulation．
ると更に著しく改善される．10MHzにおいては絶縁さ
れていない薄帯に比べ，絶縁された薄帯の（tanδ／μ’）／f
は約1／3に低減されている．また，理論値との差は全
周波数領域で2倍程度となり，1MHz以上での著しい
増加はみられなくなった．
3．3　板厚減少の効果
　Fig．9に，層問絶縁と磁区構造制御を行なった
6．8μm，7．3μm，9．2μm，13．7μmの板厚の薄帯についての
μ’の周波数特性を示す．μ’は板厚減少にともなって周
波数特性が向上しており，2MHz以上の周波数：で板厚
減少の効果が了解される．
　Fig．10には，層間絶縁と磁区構造制御を行なった
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Fig。9　Frequency　dependence　ofμ’in　6．8μm，7．3μm，
　　　9．2μmand　13．7μm　thick　ribbons．
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Fig．11　Thickness　dependence　ofμ’at　f＝10MHz
　　　　in　ribbons　with　and　without　insulation．
八30
亭
婁
　20
藁
ミ
篇
ご
　lO
O
lOk
△
十十 13．7μm
X．2りm
う十 7。3ロm
U．8ロm
△
▲
lOOk　　　　IM
　Frequency　（Hz）
lOM
Fig．10　Frequency　dependence　of　（tanδ／μ’）／f　in
　　　　6．8μm，7．3μm，9．2μmand　13．7μm　thick　ribbons．
6．8μm，7．3μ皿，9．2μm，13．7μmの板厚の薄帯についての
（tanδ／μ’）／fの周波数特性を示している．（tanδ〃）／fは，
全周波数領域で板厚減少にともなって低減されている
のが認められる．また，板厚13．7μmの薄帯に比べ，6．8μm
の薄帯の（tanδ／μ’）／fは，全周波数領域で1／3程度に低
減されている．理想的には，渦電流損失㏄（板厚）－2よ
り，板厚が1／2になっているので，渦電流損失は1／4
に低減されるはずである．したがって，（tanδ／μ’）／fの測
定値も1／4程度に低減されるはずであるが，実際には
1／3程度にしかなっていない．この差の原因として，
板厚の極薄化により生じた，気体の巻き込みの穴によ
る不均質さが考えられる．
　Fig．11に，10MHzの周波数におけるμ’の板厚依存性
を示す．図面の太い実線は，例として直流透磁率を2000
とし，Fig．3と同様な方法で板厚を変化させて計算し
た理論値である．図の白丸は磁区構造制御のみで層問
絶縁していない試料，黒丸は磁区構造制御に加えて層
間絶縁した試料を示している．絶縁していない薄帯の
μ’は，極薄化してもほとんど改善がみられず，400程度
で飽和してしまっている．しかし，絶縁を施した薄帯
のμ’は，極薄化にともない改善が進み，6．8μmの板厚で
1000程度まで改善できている．また，極薄化にともな
い理論値との差が広がる傾向にあるが，これはFig．10
で述べたように極薄化による薄帯の不均質さが問題と
思われる．よって，高周波でより高透磁率を得るため
には，三生の三遍化とともに均質性を保つことが課題
となる．
4．結　　論
　高周波領域で使用可能な高透磁率材料を開発するた
めに，数量厚のCo系非晶質薄帯について，層間絶縁，
磁区構造制御の初透磁率に及ぼす影響を調べた．
この結果，
1）100kHz程度以上の高周波に於いては薄帯幅方向
　　に異方性を誘導させることによりμ’，（tanδ／μ’）／f
　　とも改善できる．
2）これは誘導磁気異方性により，薄帯内の磁化が幅
Co系非晶質磁性薄帯における高周波透磁率の改善 31
　　方向に向き，磁化変化が磁化回転により起こるよ
　　うになったためである．
3）1MHz程度以上の高周波では層間絶縁によりμ’，
　　（tanδ／μ’）／fとも改善される．
4）板厚を6．8μmまで極薄化した薄帯は層間絶縁，磁区
　　構造制御により，10MHzの周波数で1000程度の高
　　い初透磁率を示す．
　最後に，本研究を行なうにあたり，日頃よりあたた
かい励ましを頂いている長崎大学工学部電気情報工学
科の藤山寛教授に感謝致します．
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